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€9 Béti électronique.

@ Le bati forme un module électronique autonome. Ii

comprend un réseau d’interconnexions métalliques
(2) et au moins un circuit intégré (1). Les connexions (3)
entre le circuit intégré (1) et le réseau (2) sont effectuées
par des fils fins d’or ou d’aluminium. Le circuit intégré
est entiérement enrobé d’une masse (4) de plastique
thermodurcissable ou de résine. L’ensemble formant le
biti, et susceptible de recevoir d’autres composants élec-
troniques que le circuit intégré (1), est encore enrobé
d’'une masse de matiére thermoplastique (7). Ceci per-
met d’éviter tous risques de pollution ionique pouvant
contaminer le chip et ’espace entre les connexions et
permet aussi d’éviter la rupture des fils fins (3) de con-
nexion du circuit intégré (1).
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REVENDICATIONS

1. Bati électronique comportant un réseau d’interconnexions
métalliques et au moins un circuit intégré, ledit bati comportant
deux enrobages dont le premier est en matiére plastique thermo-
durcissable et le deuxiéme en matiére thermoplastique, caractérisé
par le fait que ledit premier enrobage (4) protége ledit circuit
intégré et que le deuxiéme enrobage (7), protégeant également le
circuit intégré (1), forme un bati susceptible de recevoir d’autres
composants électroniques que le circuit intégré, ledit bati formant
un module électronique autonome dans lequel les connexions (3)
entre les éléments électroniques ainsi que les bornes de sortie
dudit module sont réalisées par ledit réseau (2) d’interconnexions.

2. Procédé de fabrication d’un bati selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le circuit intégré (1) est collé sur ledit
réseau (2) d’interconnexions métalliques et relié par des
connexions (3) électriques audit réseau.

3. Procédé de fabrication selon la revendication 2, caractérisé
en ce que le premier enrobage (4) en matiére plastique thermodur-
cissable est réalisé par moulage-transfert.

4. Procédé de fabrication selon la revendication 2, caractérisé
en ce que le premier enrobage (4) en matiére plastique thermodur-
cissable est réalisé par moulage par coulée d’une résine fluide.

5. Utilisation du bati selon la revendication 1 comme platine
de montre électronique.

6. Utilisation du bati selon la revendication 5, caractérisée en
ce que la platine de montre comprend au moins un circuit
intégré (1) et le réseau (2) d’interconnexions entre ledit circuit
intégré et la pile, le quartz, le trimmer de réglage de la fréquence,
le moteur et le dispositif d’affichage de la montre.

7. Platine selon la revendication 6, caractérisée en ce qu'au’
moins une partie destits composants autres que le circuit intégré
sont supportés par le second enrobage (7) en matiére thermoplas-
tique.

La présente invention concerne un bati électronique compor-
tant un réseau d’interconnexions métalliques et au moins un
circuit intégré, ledit bati comportant deux enrobages dont le
premier est en matiére plastique thermodurcissable et le deuxiéme
en matiére thermoplastique.

Le brevet frangais FR N° 2192375 décrit un procédé d’encap-
sulation d’'un composant électronique sous la forme d’un circuit
intégré. Celui-ci est soumis & un premier enrobage d’une matiére
thermodurcissable et & un second enrobage d’une matiére thermo-
plastique, afin d’obtenir une bonne étanchéité et une bonne
protection des fils de connexion du circuit intégré. Toutefois, le
procédé décrit n’est utilisé que pour un seul composant semi-
conducteur, le deuxiéme enrobage ne constituant pas un bati
susceptible de recevoir d’autres composants pour former un -
module électronique autonome.

On connait, également par le brevet FR N° 2311344, un pro-
cédé de montage du circuit d’'une montre électronique dans lequel
un seul enrobage de matiére thermoplastique est utilisé pour
encapsuler, soit le circuit intégré, soit ce dernier et d’autres com-
posants électroniques, I’enrobage unique pouvant servir de platine
pour des composants mécaniques de la montre. Toutefois, le
procédé ne comprend qu’un enrobage unique d’une partie seule-
ment du chéssis conducteur.

On sait aussi que les circuits intégrés a transistors MOS com-
plémentaires, tels que ceux qui sont utilisés par exemple dans les
dispositifs électroniques a faible consommation, tels que calcula-
trices de poche, appareils pour sourds et montres électroniques,
demandent un soin particulier lors de leur encapsulation. Iis sont
sensibles 4 toute pollution ionique pouvant contaminer le chip et
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I’espace entre les connexions. Les connexions entre le chip et le
réseau d’interconnexions sont faites au moyen de fils d’or ou
d’aluminium de 25 u de diamétre. Ces fils sont fragiles et doivent
résister a I'opération d’encapsulation.

5 11 est difficile, dans Iétat actuel de la technologie, de trouver

ine matiére plastique dont les qualités répondent a toutes les

exigences demandées pour la fabrication d’un bati comportant au
moins un circuit intégré du type CMOS.

Le but de la présente invention est de réaliser un bati électro-
nique sous forme de module autonome, comportant au moins un
circuit intégré et d’autres composants €électroniques, dans lequel le
circuit intégré est protégé contre toute pollution ionique et contre
toute rupture de ses connexions en cours d’encapsulation.

Pour atteindre ce but, le bati électronique selon I'invention est
caractérisé par le fait que ledit premier enrobage protége ledit
circuit intégré et que le deuxiéme enrobage, protégeant également
le circuit intégré, forme un bati susceptible de recevoir d’autres
composants électroniques que le circuit intégré, ledit bati formant
un module électronique autonome dans lequel les connexions
entre les éléments électroniques ainsi que les bornes de sortie
dudit module sont réalisées par ledit réseau d’interconnexions.

L’invention va étre décrite ci-aprés a I'aide du dessin, ou

" lafig. 1 représente le circuit intégré collé et interconnecté avec
un réseau d’interconnexions métalliques;

la fig. 2 montre le biti aprés le premier enrobage de protec-
tion;

la fig. 3 représente une forme utilisée pour le moulage du
premier enrobage de protection;

la fig. 4 montre le bati aprés le second enrobage de protection;

la fig. 5 montre une vue en plan du bati apres le second enro-
bage de protection.

La fig. 1 montre le circuit intégré 1 qui, dans une premiére
opération, est collé sur un réseau d’interconnexions métalliques 2.
Les connexions 3 entre le circuit intégré et le réseau sont réalisées
par de fins fils d’or ou d’aluminium.

La fig. 2 montre les éléments de la fig. 1 aprés application
d’une masse 4 de plastique thermodurcissable ou de résine enro-
bant le circuit intégré 1 et les connexions 3. Le plastique thermo-
durcissable utilisé doit étre de grande pureté et 'application peut
étre faite par moulage-transfert. Dans le cas d’une résine, elle sera
appliquée par coulée. Cette résine, par exemple la résine époxy
liquide de la marque Hysol 1016, doit répondre aux exigences
suivantes: ’

— haute pureté et faible hygroscopicité afin d’éviter I’activation
de résidus ioniques et le transport de ces ions par I’eau absor-
bée,
faible retrait lors de la polymérisation et grande fluidité lors
du moulage afin d’éviter des ruptures de connexions.

La fig. 3 montre une forme 5 utilisée pour le moulage par
s0 coulée de la masse de résine 4. La résine, trés fluide, est intro-

" duite, par exemple & l’aide d’une seringue, dans la forme 5 par les
ouvertures 6 du réseau métallique 2.
La fig. 4 montre le dispositif aprés 'application du second
enrobage par moulage d’une masse 7 de matiére thermoplastique.

55 Ce second enrobage définit la forme finale du dispositif, et il peut

étre réalisé au moyen de thermoplastique de la marque Ryton 4,

par exemple. Les qualités exigées de cette matiére sont:

— grande résistance mécanique afin de bien supporter les chocs
et contraintes d’assemblage,

60 — fluidité moyenne afin d’éviter les bavures,

— grande pureté afin d’éviter la contamination ionique,

- point de fusion élevé afin de permettre des opérations de
soudage,

— fajble retrait aprés moulage afin d’éviter des déformations par
rapport a la forme initiale.

La fig. 5 montre une vue en plan du bati 10 aprés 'apport du
second enrobage thermoplastique 7 qui détermine la forme finale
de ce bati. On reconnait le réseau d’interconnexions 2 ainsi que le
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circuit intégré 1 et ses connexions 3, enrobés par la masse 4 de
plastique thermodurcissable.

Dans cette étape de fabrication, le bati fait encore partie du
réseau d’interconnexions 2 dont il devra étre séparé par décou-
page le long de son pourtour, ce qui laisse les pistes 8 & disposi-
tion pour des connexions avec des composants montés a I'exté-
rieur du bati ou sur celui-ci. De méme, les liaisons internes 11 du
réseau d’interconnexions sont encore reliées entre elles et doivent
€tre séparées pour éviter des courts-circuits. Cette opération se
fera par pergage du bati aux endroits désignés par 9 dans la fig. 5.

Le second moulage thermoplastique contient des alvéoles 12
destinées & recevoir des composants du circuit électronique autres

4

que le circuit intégré, de sorte que le béti terminé et équipé consti-
tue un module électronique autonome.

1 est clair, par ce qui précéde, que le procédé décrit, qui
combine I'utilisation de matiéres thermodurcissable et thermo-
plastique, répond aux exigences multiples et en partie assez
sévéres posées par la fabrication du bati comportant un ou des
circuits intégrés a transistors du type CMOS.

Le procédé peut s’appliquer en particulier 4 la grille surmoulée
10 faisant 'objet du brevet CH N° 575141 et, de maniére plus géné-
rale, a la fabrication de modules électroniques comportant un ou
des circuits intégrés du type CMOS.

1 feuille dessins
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